SP 123

Kreis-Kreisringfotodiode

Sie eignet sich fir Dioden- und Elementebetrieb, weist ein
niedriges Dunkelstromniveau auf und ist durch ein geringes
Ubersprechen gekennzeichnet.
Einsatzgebiete sind die MeB-, Steuer- und Regelungstechnik,
insbesondere Nachlaufsteuerungen,
Weg- und Winkelabtastungen.
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Kenngrdfien bei ¥y = 25°C

Dunkelsperrstrom’)

Eeq = 0lx, Ug = 20V
Spektrale

Empfindlichkeit

A = 633 nm, Ug = 20V,
Ak g5 = 10 nm

Integrale Empfindlichkeit?)
Up = 10V, E, = 1kix?
Wellenldnge der maox.
Empfindlichkeit

Algs= 10nm, Ugp = 2V,
Ry << 100 Ohm

impulsanstiegszeit')
Impulsabfallzeit?)

UR = 20V
RL == 50 Ohm
A== 850 nm

Laterale Inhomogenitat
der Fotoempfindlichkeit

UR = 20V
Normlichtart A

Lichtfleckdurchmesser
50 pm

Ubersprechen

'Y bezogen auf ein Element
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‘} gemessen mit Normallichtart A nach TGL 37 363 in Richtung der geome-

trischen Achse



